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Abstract of EP 0898307 (A1) 
In molecular adhesion bonding and de-bonding of 
two structures (200, 220) at a bonding interface 
(224), bonding is achieved using a structure (200) 
containing a component which can diffuse towards 
the interface and de-bonding is achieved by heat 
treatment to diffuse the component towards the 
interface to make it fragile. Preferably, the 
component is hydrogen implanted into one or both 
structures or hydroxy molecules contained in a 
PECVD surface oxide layer (206). 
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(54) Procede de traitement pour le collage moieculaire et le decollage de deux structures 



(57) Procede de traitement pour le collage de deux 
structures (200, 220) par adhesion moieculaire selon 
une interface de collage (224) et le decollage desdites 
structures selon ladite interface de collage. Conforme- 
ment a I'invention : 



(200) contenant un element susceptible de diffuser 
vers I'interface de collage, 

on effectue, pour le decollage, un traitement ther- 
mique pour faire diffuser ledit element vers I'inter- 
face de collage (224) pour la fragiliser 



on utilise pour le collage au moins une structure 



Application a la fabrication de dispositifs a circuits 
integres. 
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Description 

Domaine technique 

[0001] La presente invention concerne un procede de 
traitement pour le collage par adhesion moleculaire et 
le decollage de deux structures. 
[0002] On entend par structure toute piece de micro- 
mecanique, d'optique integree, ou de microelectronique 
susceptible d'etre associee a une autre piece par colla- 
ge. Une telle structure peut etre, par exemple, un subs- 
trat ou une plaque de support equipes ou non de com- 
posants electroniques, optiques ou mecaniques. 
[0003] Par ailleurs, le collage par adhesion molecu- 
laire est compris comme un collage qui met en oeuvre 
une interaction entre les terminaisons chimiques pre- 
sentes sur les surfaces des structures mises en contact. 
[0004] L'invention trouve des applications notamment 
dans la fabrication de dispositifs a circuits integres. En 
effet, dans certains procedes de fabrication, les plaquet- 
tes de semi-conducteur contenant des circuits integres 
doivent etre solidarisees avec des substrats de rigidite, 
puis desolidarisees en fin de traitement. 

Etat de la technique anterieure 

[0005] Comme evoque ci-dessus, et en particulier 
dans des applications de microelectronique concernant 
la fabrication de circuits de puissance, les tranches de 
semi-conducteur comportant des circuits electroniques 
integres se presentent sous la forme de plaquettes min- 
ces et de grandes dimensions. A titre d'exemple, on uti- 
lise des plaquettes d'un diametre de quatre pouces 
(=O0cm) avec une epaisseur inferieure a 200 u.m. 
[0006] Les equipements standards de fabrication de 
dispositifs de microelectronique, tels que les photorepe- 
teurs par exemple, ne sont pas adaptes au traitement 
de plaquettes aussi minces. De plus, les plaquettes de 
semi-conducteur minces presentent une grande fragi li- 
te. Cette fragilite est difficilement compatible avec des 
etapes de manipulation, et notamment de manipulation 
par des equipements de traitement automatises. 
[0007] Une plaquette mince ou une couche superfi- 
cielle d'un substrat comportant ou non des circuits inte- 
gres peut etre collee sur un support de traitement enco- 
re appele "substrat poignee". Le substrat poignee lui 
confere alors une resistance mecanique suffisante pour 
tous les traitements et manipulations envisages. 
[0008] Les figures 1 a 3 annexees, decrites ci-apres : 
illustrent a titre d'exemple un transfert d'une couche 
mince comprenant des circuits integres. 
[0009] La couche mince, reperee avec la reference 
10 sur la figure 1 , est initialement solidaire d'un substrat 
1 2, dit substrat d'origine. E lie comporte des composants 
et des circuits electroniques integres non represented. 
[001 0] Le substrat d'origine 1 2 et la couche mince su- 
perficielle 10 sont reportes sur un substrat poignee 14 
en collant la couche mince superficielle sur le substrat 



poignee. La structure ainsi obtenue est representee a 
la figure 1 . 

[0011] Le substrat d'origine est ensuite elimine par un 
procede tel que la rectification ou le clivage, par attaque 
s chimique et/ou par polissage pour obtenir la structure 
de la figure 2. 

[001 2] La couche mince 1 0 comprenant les circuits in- 
tegres, est desormais collee, a I'envers, sur le substrat 
poignee 14. Le substrat poignee confere ainsi a cette 
10 couche la rigidite necessaire pour d'autres operations 
ou traitements de fabrication. 

[0013] Dans une derniere etape, representee a la fi- 
gure 3, la couche mince 10 contenant les circuits elec- 
troniques est transferee vers un substrat cible ou subs- 
15 trat de destination 16 sur lequel elle est definitivement 
fixee. 

[0014] Apres la fixation sur le substrat de destination 
1 6, la couche mince 1 0 est separee du substrat poignee 
14. Aussi, le substrat poignee 14 est represents en trait 

20 discontinu sur la figure 3. 

[0015] Un tel procede est decrit de facon plus de- 
taillee dans le document (1) dont la reference est indi- 
quee a la fin de la presente description. 
[001 6] Le collage de la couche mince 1 0 sur le subs- 

25 trat poignee 14 peut etre effectue, par exemple, a froid 
au moyen d'une colle appropriee. Le collage est alors 
reversible et la separation de la couche mince 10 du 
substrat poignee est possible. Toutefois, I'adhesion ob- 
tenue entre la couche mince 10 et le substrat poignee 

30 14 peut etre insuffisante, notamment pour des traite- 
ments ulterieurs a haute temperature. En particulier, la 
colle n'est pas capable de supporter des temperatures 
elevees. 

[0017] De plus, la matiere (colle) ajoutee pour le col- 
35 lage risque de provoquer une contamination metallique 
ou organique des pieces collees lors de traitements ul- 
terieurs. 

[0018] Pour eviter ces inconvenients, on privilegie le 
collage par adhesion moleculaire qui ne met pas en 
40 oeuvre de coNe ou de matiere ajoutee. Le collage par 
adhesion moleculaire entre deux structures comporte 
pour I'essentiel quatre etapes qui sont indiquees ci- 
apres. 

[0019] Une premiere etape comporte la preparation 
45 des surfaces des structures destinees a etre mises en 
contact. L'obtention d'un collage moleculaire de qualite 
necessite le controle de parametres importants tels que 
la rugosite des surfaces, qui doit etre de preference in- 
ferieure a 0,5 nm (5A), en valeur quadratique moyenne, 
50 I'absence de poussieres (particules >0,2u,m) sur les sur- 
faces, la planeite des surfaces a mettre en contact et 
I'etat chimique de ces surfaces. 

[0020] La premiere etape comporte ainsi, pour I'es- 
sentiel, un nettoyage des surfaces des structures a col- 
55 |er afin d'en eliminer les particules etrangeres et de ren- 
dre ces surfaces hydrophiles. 

[0021] La figure 4 montre une structure pour le collage 
comportant un substrat de silicium 20 dont on a rendu 
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une surface 22 hydrophile. La surface 22 presente une 
premiere couche hydrophile 24 constituee pour Pessen- 
tiel de groupes chimiques Si-OH et une (ou plusieurs) 
couche d'eau H 2 0 26 adsorbee sur la couche hydrophi- 
le 24. 

[0022] Une deuxieme etape comporte la mise en con- 
tact des surfaces hydrophiles des deux structures a col- 
ler. Cette mise en contact permet de rapprocher suffi- 
samment les couches d'eau adsorbees sur les structu- 
res pour que celles-ci entrent en interaction. L'attraction 
qui s'exerce entre les molecules d'eau se propage de 
proche en proche sur I'ensemble de la surface de cha- 
que structure. Les surfaces en contact sont alors collies 
dans leur ensemble. 

[0023] La mesure de Pinergie du collage par une mi- 
thode d'insertion de lame donne une valeur de Pordre 
de 0,15 J/m 2 . Une telle valeur est typiquement celle 
d'une adhesion de type hydrogene entre les deux cou- 
ches d'eau, respectivement de chaque structure. 
[0024] Le document (2) dont la reference est indiquee 
a la fin de la presente description est cite comme une 
illustration de la methode d'insertion de lame. 
[0025] Une troisieme etape comporte un traitement 
thermique de solidification de I'adhesion. 
[0026] Le traitement thermique permet, jusqu'a une 
temperature de Tordre de 200°C, d'eliminer les couches 
d'eau entre les structures assemblies. 
[0027] L'adhesion des structures a alors lieu par des 
liaisons de groupes OH, entre les couches de groupes 
chimiques Si-OH respectivement de chaque structure. 
On rappelle que la couche de groupes Si-OH est indi- 
quee avec la reference 24 sur la figure 4. De cette inte- 
raction resulte une diminution de la distance des deux 
structures en contact et la mise en interaction de grou- 
pes OH supplementaires. L'energie du collage augmen- 
te ainsi pour des temperatures de traitement de 200°C 
a 900°C. 

[0028] Enfin, une eventuelle quatrieme etape com- 
prend un traitement thermique a plus de 900°C. Lors de 
cette etape, les groupes Si-OH en interaction evoluent 
vers des liaisons de type Si-O-Si, beaucoup plus fortes. 
On observe alors une tres forte augmentation de l'ener- 
gie de liaison. 

[0029] Le graphique de la figure 5 indique en ordon- 
nee l'energie de liaison par unite de surface, entre les 
structures collies par adhesion moleculaire, en fonction 
de la temperature de traitement. Les energies de liaison 
sont exprimees en J/m 2 et les temperatures en °C. 
[0030] Des regions 32, 33 et 34 de la courbe du gra- 
phique se rapportent aux deuxieme, troisieme et qua- 
trieme etapes du procede de collage et correspondent 
respectivement a une interaction de type hydrogene en- 
tre les films d'eau, une interaction hydrogene entre 
groupes OH (reference 24) puis une interaction de type 
Si-O-Si. Une description plus detaillee du collage de pla- 
quettes de silicium peut etre trouvee dans le document 
(3) dont la reference est indiquee a la fin de la presente 
description. 



[0031] On peut noter que pour des temperatures de 
traitement superieures a 600°C, il devient impossible de 
redecoller les deux structures assemblies sans leur fai- 
re subir des degradations importantes. 

5 [0032] Lorsque les structures assemblies sont des 
plaquettes de silicium, des energies de liaison superieu- 
res a 2 J/m 2 peuvent etre obtenues. Ces energies sont 
ainsi de Pordre de grandeur des energies de cohesion 
du matiriau silicium. 

w [0033] II apparatt immediatement que si un collage 
moleculaire est mis en oeuvre dans un procede de 
transfert tel qu'illustre par les figures 1 a 3, il est impos- 
sible de detacher le substrat poignee de la couche min- 
ce par des forces mecaniques, sans detruire la couche 

15 mince ou le substrat poignee. 

[0034] Ainsi, la separation de la couche mince du 
substrat poignee a lieu par elimination du substrat poi- 
gnee. Le substrat poignee est elimine par exemple par 
rodage et/ou par abrasion mecano-chimique. 

20 [0035] Dans ce cas, le procede de transfert d'une cou- 
che mince necessite le sacrifice d'un substrat poignee 
pour chaque couche mince traitee. Ce sacrifice repre- 
sente egalement un cout industriel important. 

25 Expose de I'invention 

[0036] La presente invention a pour but de proposer 
un traitement pour le collage de deux structures permet- 
tant, non seulement d'obtenir un collage moleculaire 
30 tres resistant des deux structures, mais permettant ega- 
lement de decoller les structures selon I'interface de col- 
lage. 

[0037] Un but de I'invention est egalement de propo- 
ser un traitement permettant un decollage qui n'abime 
35 pas les structures assemblies. 

[0038] Pour atteindre ces buts, I'invention a plus pri- 
cisement pour objet un procidi de traitement pour le 
collage de deux structures paradhision moleculaire se- 
lon une interface de collage, et le decollage desdites 
40 deux structures selon ladite interface de collage. 
[0039] Conform ement a I'invention, 

on utilise, pour le collage, au moins une structure 
contenant au moins un iliment susceptible de dif- 
45 fuser dans ladite structure vers I'interface de colla- 
ge, et 

on effect ue, pour le decollage, un traitement ther- 
mique avec un budget thermique suffisant pour f aire 
diffuser ledit iliment vers I'interface de collage pour 
50 la fragiliser. 

[0040] On entend par iliment susceptible de diffuser 
tout iliment, simple ou composi, prisent intrinseque- 
ment ou incorpori, volontairement ou involontairement, 
55 dans le matiriau, capable de migrer dans le matiriau 
vers I'interface de collage, pour riagir avec celui-ci. Cet 
iliment est alors apte a modifier cet interface au cours 
du traitement thermique et a conduire a la separation 
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des deux parties de part et d'autre de I'interface. Cette 
separation peut etre assistee par une phase gazeuse 
qui se forme eventuellement a I'interface au cours du 
traitement thermique. 

[0041] Par ailleurs, on entend par budget thermique, 
la somme des traitements thermiques effectues et defi- 
nis par un couple temps/temperature applique a la struc- 
ture. 

[0042] Ainsi, le traitement thermique apte a decoller 
les deux parties (de part et d'autre de I'interface de col- 
lage) peut tenir compte de traitements thermiques an- 
terieurs au decollage subis par les structures assem- 
blies. 

[0043] Selon une mise en oeuvre particuliere du pro- 
cede, on peut effectuer, avant le collage, une implanta- 
tion d'hydrogene dans au moins Tune des structures, 
I'hydrogene formant ledit element susceptible de diffu- 
ser dans la structure. 

[0044] L 1 implantation est effectuee, par exemple, 
dans du silicium avec une dose comprise entre 10 16 et 
5. 1 0 16 (H + /cm 2 ) et une energie comprise entre 20 et 500 
KeV. De preference, la dose peut etre de I'ordre de 
3.10 16 ions/cm 2 et Penergie d' implantation de I'ordre de 
70 KeV. La dose depend des conditions d'implantation 
et en particulier de la temperature de la structure pen- 
dant ('implantation. 

[0045] Selon une variante, on peut aussi utiliser au 
moins une structure comprenant une couche superfi- 
cielle d'oxyde formee par un depot chimique en phase 
vapeur assiste par plasma et contenant des molecules 
OH, lesdites molecules OH formant Pelement suscepti- 
ble de diffuser. 

[0046] Le traitement thermique pour le decollage peut 
etre effectue a une temperature comprise entre 600 et 
1 350°C par exemple pour le silicium. Pour de Parseniu- 
re de gallium (A s G a ) cette temperature est choisie plutot 
de I'ordre de 200 a 600° C. Pour le carbure de silicium 
(S-jC) la temperature est choisie de 600°C jusqu'a la 
temperature de fusion qui est superieure a 1 350°C 
[0047] Le traitement thermique peut avoir lieu, par 
exemple, sous des lampes de chauffage ou dans un 
four 

[0048] Les structures a assembler peuvent etre des 
structures en un seul materiau massif mais peuvent 
aussi etre des structures multicouches contenant des 
zones ayant ete traitees ou pas. 

[0049] Le caractere multicouche des structures peut 
avantageusement engendrer des contraintes internes 
qui favorisent la separation des structures lors de I'etape 
de decollage. 

[0050] De la meme facon, on peut preparer, avant le 
collage, la surface d'au moins une des structures a as- 
sembler poury pratiquer un relief. Ce relief permet ega- 
lement de faciliter la separation des structures lors du 
decollage. 

[0051] Enfin, pour favoriser encore le decollage, on 
peut exercer sur les structures des forces exterieures 
de separation. II s'agit, par exemple, de forces de trac- 



tion ou de flexion exercees sur les structures ou encore 
des forces de cisaillement provoquees par I'insertion 
d'une lame au niveau de I'interface entre les structures. 
[0052] D'autres caracteristiques et avantages de I'in- 
s vention ressortiront mieux de la description qui va sui- 
vre, en reference aux figures des dessins annexes. Cet- 
te description est donnee a titre purement illustratif et 
non limitatif. 

10 Breve description des figures 

[0053] - La figure 1 , deja decrite, est une coupe sche- 
matique d'une structure comprenant une couche mince 
sur un substrat, dit substrat d'origine, assemblee avec 
15 un autre substrat, dit substrat poignee. 

[0054] - La figure 2, deja decrite, est une coupe sche- 
matique du substrat poignee sur lequel est collee la cou- 
che mince. 

[0055] - La figure 3, deja decrite, est une coupe sche- 
matique de la couche mince reportee sur un substrat dit 
substrat de destination. 

[0056] - La figure 4 est une coupe schematique d'une 
structure preparee pour un collage moleculaire. 
[0057] - La figure 5 est un graphique exprimant Pener- 
gie de liaison entre deux structures lors des etapes d'un 
collage moleculaire. 

[0058] - La figure 6 est une coupe schematique d'une 
structure comprenant une plaquette de silicium et illus- 
tre la preparation de cette structure pour un collage mo- 
leculaire conforme a Pinvention. 
[0059] - La figure 7 montre en coupe la structure de 
la figure 6 collee sur une autre structure comprenant une 
plaquette de silicium. 

[0060] - Les figures 8 et 9 montrent en coupe les struc- 
tures assemblies de la figure 7, et illustrent une etape 
de traitement pour le decollage, conforme a I'invention. 
[0061] - La figure 10 montre en coupe un autre as- 
semblage obtenu par collage moleculaire de deux struc- 
tures, conformement a I'invention. 
[0062] - La figure 11 montre en coupe {'assemblage 
de la figure 10 lors d'un traitement pour le decollage, 
conformement a I'invention. 

Description detaillee de modes de mise en oeuvre de 



[0063] La figure 6 montre une structure 100 destinee 
a un collage par adhesion moleculaire conforme a I'in- 
vention. 

so [0064] La structure 100 comporte une plaque de sili- 
cium 102 recouverte d'une couche d'oxyde de silicium 
superficielle 104. 

[0065] Une couche d'hydrogene 106 implantee, est 
formee par implantation d'ions hydrogene dans la pla- 
55 que de silicium 102 a travers la couche d'oxyde 104. La 
couche d'hydrogene, implantee a une energie de I'ordre 
de 70 KeV, presente, dans cet exemple : une concentra- 
tion de 3. 1 0 16 ions/cm 2 , une epaisseur de 400 nm et est 



45 Pinvention 
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enterree a une profondeur de Pordre de 300 nm sous la 
surface superieure 110 de la structure 100. (Les figures 
ne sont pas a I'echelle et ne respectent pas ces propor- 
tions). 

[0066] Par hydrogene, on entend les especes gazeu- 
ses constitutes soit sous leur forme atomique (par 
exemple H) ou sous leur forme moleculaire (par exem- 
ple H 2 ) ou sous leur forme ionique (H + , H 2 + ,.-- ) ou sous 
leur forme isotopique (Deuterium) ou isotopique et ioni- 
que. 

[0067] Si necessaire, la surface 110 de la structure 
100 est ensuite nettoyee afin de la rendre hydrophile et 
exempte de particules. Un film d'eau (non represente 
sur la figure) est forme sur la surface 110. 
[0068] Une faible rugosite peut egalement etre con- 
feree ou conservee a la surface 1 1 0 de la structure 1 00. 
[0069] Comme le montre la figure 7, la structure 100 
est ensuite assemblee avec une deuxieme structure 
120. La deuxieme structure comporte une plaque de si- 
licium 122, dont la surface en contact avec la structure 
100, a egalement avantageusement subi un nettoyage 
pour !a rendre hydrophile. 

[0070] La reference 124 designe I'interface entre les 
structures 100 et 120 assemblies. 
[0071] Les structures subissent ensuite un premier 
recuit a une temperature de I'ordre de 500°C qui permet 
d'iliminer les couches d'eau entre les structures assem- 
blies et qui permet d'etablir des liaisons moleculaires 
entre les surfaces en contact. 

[0072] L'energie de liaison du collage moleculaire ob- 
tenu a 500°C est de I'ordre de 0,5J/m 2 . Une telle energie 
de liaison est suffisante, par exemple, pour relier une 
plaquette de silicium contenant des circuits integres a 
un substrat poignee ; elle est notamment suffisante pour 
I'ensemble des traitements envisages pour la plaquette 
dans les equipements usuels de fabrication de disposi- 
tifs de microelectronique. 

[0073] Lorsqu'on prolonge le traitement thermique ou 
lorsqu'on effectue un nouveau traitement thermique a 
une temperature de I'ordre de 800° C, ou plus, des zones 
de decollement, indiquees avec la reference 1 30 sur les 
figures 8 et 9, apparaissent au niveau de I'interface 1 24 
entre les structures 100 et 120 assemblies. 
[0074] La formation des zones de decollement est 
controlee par le budget thermique applique aux structu- 
res. En effet, le traitement thermique permet de faire dif- 
fuser I'hydrogene de la couche 106 implantee dans la 
structure 100 vers I'interface 124 de collage. (Par I'in- 
termediaire de Poxyde s'il est present). L'hydrogene qui 
diffuse est piege au niveau de I'interface 124 : s'y accu- 
mule et peut y evoluer sous forme gazeuse. Ainsi, I'ac- 
cumulation de I'hydrogene a I'interface 124 permet de 
contrecarrer, au moins en partie, les forces de collage. 
Sur les figures 8 et 9 la diffusion de I'hydrogene vers 
I'interface 124 de collage est indiquee par des fleches 
132. 

[0075] Selon I'importance du budget thermique mis 
en oeuvre, les zones de decollement 130 peuvent etre 



locales (figure 8) ou s'etendre sur I'ensemble de la sur- 
face de I'interface (figure 9). 

[0076] Le budget thermique necessaire a I'obtention 
du decollement complet depend de la quantite de I'ele- 

s ment susceptible de migrer present dans le materiau 
d'au moins Tune des structures. Dans le present exem- 
ple, le budget thermique est par consequent lie a la dose 
d'implantation de I'hydrogene. A titre d'exemple pour 
une dose de 3.16 6 cm 3 le budget peut etre de 900°C 

10 -30 min. 

[0077] La figure 10 indique un autre exemple de mise 
en oeuvre de I'invention. Elle represente en coupe un 
assemblage d'une premiere structure 200 et d'une 
deuxieme structure 220 qui sont collies par un collage 
15 moleculaire tel que decrit precedemment. La reference 
224 designe I'interface de collage entre les surfaces des 
structures assemblies. 

[0078] La premiere structure comporte pour I'essen- 
tie! une plaque de silicium 202 a la surface de laquelle 
on a formi une couche 206 d'oxyde. L'oxyde de la cou- 
che 206 est diposi par une technique de depot par voie 
chimique en phase vapeur assistee par plasma (Plas- 
ma Enhanced Chemical Vapor Deposition). Un tel oxyde 
a la particulariti de contenir des molecules OH suscep- 
tibles de diffuser. 

[0079] Un premier traitement thermique, effectui a 
une temperature inferieure ou egale a environ 500°C 
permet d'augmenter I'inergie du collage moleculaire. 
[0080] Lorsque le traitement thermique est poursuivi 
ou repris a des tempiratures supirieures a 500° C en- 
viron, les groupes OH contenus dans la couche d'oxyde 
206 diff usent et migrent notamment vers I'interface 224 
ou ils sont piegis. La diffusion des groupes OH vers I'in- 
terface est indiquie avec des fleches 232. 
[0081] A I'interface 224, les molecules OH ivoluent 
sous forme gazeuse et se concentrent au niveau de I'in- 
terface de collage. Ce phinomene entraine la formation 
de bulles et induit une fragilisation de I'interface de col- 
lage. 

[0082] Sous I'effet d'une pression generie par le gaz, 
une zone dicollee 230, reprisentie a la figure 11, se 
propage jusqu'au decollement complet des deux struc- 
tures 200 et 220. La siparation des structures peut etre 
faciliti par I'exercice de forces micaniques de sipara- 
tion exterieures. Ces forces sont reprisenties par des 
fleches 240, 241 sur la figure 11. Les forces sont des 
forces de traction 240 et/ou des forces de cisaillement 
241. 

[0083] II apparait ainsi que le procidi de I'invention 
peut etre notamment mis a profit pour le collage moli- 
culaire de plaquettes de circuits intigris, sans ajout de 
matiere, tout en autorisant une riversibiliti du collage. 
[0084] Par ailleurs, I'invention s'applique a tout type 
de structure tel que difini precedemment. II convient de 
prectser que I'invention ne concerne pas uniquement 
des structures comportant du silicium mais aussi 
d'autres structures semi-conductrices (Sj, SjC, A s G a ....), 
des structures isolantes (verre, quartz...) ou mime des 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



5 



9 



EP 0 898 307 A1 



10 



structures conductrices (alliages metalliques...). 
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Revendications 

1. Procede de traitement pour le collage de deux 
structures (100, 120, 200, 220), par adhesion mo- 
leculaire, selon une interface de collage (124, 224), 
et le decollage desdites deux structures selon ladite 
interface de collage, caracterise en ce que : 

on utilise pour le collage au moins une structure 
(1 00, 200) contenant au moins un element sus- 
ceptible de diffuser dans ladite structure vers 
Tinterface de collage, 

on effectue, pour le decollage, un traitement 
thermique avec un budget thermique suffisant 
pour faire diffuser ledit element vers Tinterface 
de collage (124, 224), pour la fragiliser. 

2. Procede selon la revendication 1 , dans lequel avant 
le collage on effectue une implantation d'hydrogene 
dans au moins Tune des structures (100) ; I'hydro- 
gene formant ledit element susceptible de diffuser 
dans la structure. 

3. Procede selon la revendication 2, dans lequel Tim- 
plantation est effectuee dans du silicium avec une 
dose comprise entre 10 16 et 5.10 16 et une energie 
comprise entre 20 et 500 KeV 

4. Procede selon la revendication 1 , dans lequel on 
utilise au moins une structure (200) comprenant 
une couche superficielle (206) d'oxyde formee par 



un depot chimique en phase vapeur assiste par 
plasma et contenant des molecules OH, lesdites 
molecules OH formant Telement susceptible de dif- 
fuser. 

5. Procede selon la revendication 3, dans lequel le 
traitement thermique est effectue a une temperatu- 
re comprise entre 600 et 1350°C. 

6. Procede selon la revendication 1, dans lequel le 
traitement thermique est effectue en exposant les 
structures collees au rayonnement de lampes de 
chauffage. 

7. Procede selon la revendication 1 , dans lequel le 
traitement thermique est realise dans un four. 

8. Procede selon la revendication 1 dans lequel au 
moins une des structures est une structure multi- 
couche. 

9. Procede selon !a revendication 1 , dans lequel avant 
le collage on prepare la surface d'au moins une des 
structures pour y pratiquer un relief. 

10. Procede selon la revendication 1, dans lequel, lors 
du decollage on exerce en outre sur les structures 
des forces exterieures (240, 241) de separation. 
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